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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets et circuits intégrés

Cinquiéme partie: Dispositifs optoélectroniques

AVANT-PROPOS

Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager l'unification internationafe
adoptent dans leurs régles nationa®
conditions nationales le permetté
nationale correspondante doit, dan
derniére.

semiconducteurs.

La Public 4 | constitue la cinquiéme partie d’'une norme générale sur les
dispositifs a sg syvJa_Publication 747 de la CEl. En plus des normes générales

de la Publj es données dans la présente publication complétent les
normes sures dispositi steelectroniques.

Cette. daux tionvde la Publication 747-5 de la CEl remplace la premiére édition
parue e

et 148 sont incorporées aux Publications 747-1 et 748 de la CEI.

Les informations relatives aux essais mécaniques et climatiques qui figurent déja dans les
Publications 147-5 et 147-5A seront incorporées A la Publication 749 de la CEI.

Cette norme sera tenue & jour en révisant et en élargissant son texte paraliélement 2 la
poursuite des travaux du Comité d’Etudes n° 47 pour tenir compte des progrés effectués
dans le domaine des dispositifs 3 semiconducteurs.

NOTE - Les Publications 747, 748 et 749 de la CEI annulent et remplacent, au fur et & mesure de la
parution de leurs différentes parties, les Publications 147 et 148 de la CE]I.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60747-5 1992


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60747-5-1992
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60747-5-1992

747-5 © IEC 17 -

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices and integrated circuits

Part 5: Optoelectronic devices

FOREWORD
1) The formal decisions or agreements of the |IEC on technical matters, pr
which all the National Committees having a special interest therein 3

possible, an international consensus of opinion on the subjects dea

2) They have the form of recommendations for international
Committees in that sense.

Devices.

Publication 74@0 <
devices, IEC Publigd

devices.

art of a general standard on semiconductor
to the general standards of Publication 747-1,

This secon

included in IEC Publications 747-1 and 748.

Material concerning mechanical and climatic test methods previously found in Publications
147-5 and 147-5A will not be included in IEC Publication 749.

This standard will be kept up to date by revising and extending the document as the work
in Technical Committee No. 47 continues and takes into account advances in the field of
semiconductor devices.

NOTE - IEC Publications 747, 748 and 749 supersede and replace, as their different parts are published,
the IEC Publications 147 and 148.
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Autres publications de la CEl citées dans la présente norme:
Publications n®® 50(731): Vocabulaire électrotechnique International (VEI) - Chapitre 731: Télécommuni-
" cations par fibres optiques (en cours d’impression).

50(845) (1987): Vocabulaire électrotechnique International (VEI) - Chapitre 845:
Eclairage.

68-1 (1988): Essais d’environnement - Premiére partie: Généralités et guide.
270 (1981): Mesure des décharges partielles.

306-1 (1969). Mesures des dispositifs photosensibles - Premiére partie: Recomman-
dations fondamentales.

825 (1984): Sécurité du rayonnement des appareils & laser, classification des matériels,
prescriptions et guide de I'utilisateur.
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Other IEC Publications quoted in this standard:

Publications Nos. §0(731): International Electrotechnical Vocabuiary (IEV) - Chapter 731: Optical fibre
communication (being printed).
50(845): International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 845: Lighting.

68-1 (1988): Environmental testing - Part 1: General and guidance.
270 (1981): Partial discharge measurements.
306-1 (1969): Measurement of photosensitive devices - Part 1: Basic recommendations.

825 (1984): Radiation safety of laser products, equipment classification, requirements,
and user’'s guide.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets et circuits intégrés

Cinquiéme partie: Dispositifs optoélectroniques

CHAPITRE I: GENERALITES

1 Note d’introduction

La présente norme doit étre utilisée avec la Publication 747% e nformations
de base sur:

- la terminologie;

- les symboles littéraux;

- les valeurs limites et caractéristiques es es;

- les méthodes de mesure;
- laréception et la fiabilité

2 Domaine d’application

phototransistors.

» Dispositifs photosensibles & semiconducteurs, y compris:
- photorésistances, cellules photoconductrices;
- photothyristors (a I'étude).

o Dispositifs a semiconducteurs utilisant le rayonnement optique pour leur fonction-
nement interne, y compris:

- photocoupleurs, optocoupleurs.

L'ordre des différents chapitres est conforme & la Publication 747-1, chapitre Iil, para-
graphe 2.1.
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SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices and integrated circuits

Part 5: Optoelectronic devices

CHAPTER I: GENERAL

1 Introductory note

As a rule, it will be necessary to use Publication 747-1 together wi
In 747-1, the user will find all basic information on:

- terminology;

- letter symbols;

- essential ratings and characteristics;
- measuring methods;

- acceptance and reliability.

2 Scope

This standard applies to t

o Semicondustor &
- light-egl:}

- infrared-eyns

» Semiconductor photosensitive devices, including:
- photoresistors, photoconductive cells;
- photothyristors (under consideration).

e Semiconductor devices utilizing optical radiation for internal operation, including:
- photocouplers, optocouplers.

The sequence of the different chapters is in accordance with Publication 747-1, chapter HI,
subclause 2.1.
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CHAPITRE II: TERMINOLOGIE ET SYMBOLES LITTERAUX

NOTE - Un certain nombre de termes supplémentaires, présentant de I'intérét pour les dispositifs opto-
électroniques, par exemple pour les grandeurs radiométriques, photométriques et spectrophotométriques,
figurent dans le chapitre 845 du VEI qui remplace le chapitre 45.

1 Concepts physiques

1.1 Rayonnement (électromagnétique); radiation (électromagnétique) (VE! 845-01-01)

1) Emission ou transport d’énergie sous forme d’'ondes électromagnétiques avec les
photons associés.

2) Ces ondes électromagnétiques ou ces photons.

1.2 Rayonnement optique (VEI 845-01-02)

domaine de transition vers les rayons X (= 1 nm) et
ondes radioélectriques (= 1 nm).

1.3 Rayonnement visible (VE| 845-01-03)

1.6.2 Rayonpement visible (voir VEI 845-01-03)

NOTE - Le concept 2 est parfois employé pour des rayonnements optiques s'étendant en dehors du
domaine visible, mais cet usage n'est pas recommands.

1.7 Effet photoélectrique (extrait de VEI 845-05-33: récepteur photoélectrique)

Interaction entre le rayonnement optique et la matiére résultant de I'absorption de photons
et de la libération consécutive de porteurs de charges mobiles, produisant ainsi une
tension ou un courant électrique, ou un changement de résistance électrique, en excluant
tout phénomene électrique produit par des changements de température.
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CHAPTER II: TERMINOLOGY AND LETTER SYMBOLS

NOTE - A number of additional terms of interest for optoelectronic devices, e.g. for radiometric, photo-
metric and spectrophotometric quantities, appear in chapter 845 of the IEV, which supersedes chapter 45.

1 Physical concepts

1.1 (Electromagnetic) radiation (IEV 845-01-01)

1) Emission or transfer of energy in the form of electromagnetic waves with the asso-
ciated photons.

2) These electromagnetic waves or these photons.

1.2 Optical radiation (IEV 845-01-02)

Electromagnetic radiation of wavelengths lying between the regio
(= 1 nm) and the region of transition to radio waves (= 1 nm).

1.3 Visible radiation (IEV 845-01-03)

NOTE - al range i§i iation since they depend upon the
amount of radiant power available and the\responsi . The lower limit is generally taken
between 360 nm and 400 nm and the upper limjt betwed 830 nm

1.4

Optical radiation for which\the gér than those for visible radiation.

1.6.2 Visible radiation (see IEV 845-01-03)

NOTE - Concept 2 is sometimes used for optical radiation extending outside the visible range, but this
usage is not recommended.

1.7  Photoelectric effect (from IEV 845-05-33: photoelectric detector)

Interaction between optical radiation and matter resulting in the absorption of photons and
the consequent generation of mobile charge carriers, thereby generating an electric poten-
tial or current, or a change in electrical resistance, excluding electrical phenomena caused
by temperature changes.
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2 Types de dispositifs

2.1 Dispositif optoélectronique a semiconducteurs

1) Dispositif & semiconducteurs qui émet ou détecte ou est sensible & un rayonnement
optique cohérent ou non cohérent.

2) Dispositif & semiconducteurs qui utilise un tel rayonnement pour son fonction-
nement interne.

2.2 Photoémetteur a semiconducteurs

Dispositif optoélectronique a semiconducteurs qui convertit directement [I'énergie
électrique en énergie optique rayonnante.

2.3 Afficheur optoélectronique a semiconducteurs

2.4 Laser a semiconducteurs
2.4.1 Diode laser (& semiconducteurs)

Diode a semiconducteurs qui émet un rayo i cohérent par une émission
stimulée résultant de la recombinaison d’¢é ) de trous lorsqu’elle est excitée

thermique 9\uto 1

2.5 Diode élé

Diode a i 3 e qu’un laser a semiconducteurs, capable d'émettre un
rayon ¢ isi ‘elle est excitée par un courant électrique.

Diode a>semict
rayonnemente

nducteurs, autre qu’un laser & semiconducteurs, capable d’émettre un
infrarouge lorsqu’elle est excitée par un courant électrique.

2.7 Dispositif photosensible (a semiconducteurs)

Dispositif a semiconducteurs qui utilise I'effet photoélectrique pour détecter un rayon-
nement optique.

2.8 Récepteur photoélectrique (a semiconducteurs)

Dispositif @ semiconducteurs qui utilise I'effet photoélectrique pour recevoir un rayon-
nement optique.
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2 Types of devices

2.1 Semiconductor optoelectronic device

1) A semiconductor device that emits or detects or that is responsive to coherent or
non-coherent optical radiation.

2) A semiconductor device that utilizes such radiation for its internal purposes.

2.2 Semiconductor photoemitter

A semiconductor optoelectronic device that directly converts electric energy into optical
radiant energy.

2.3 Semiconductor optoelectronic display

A semiconductor photoemitter designed for the presentation of vis

2.4 Semiconductor laser

2.41 (Semiconductor) laser diode

A module containing,
thermal stabilization o

or diode other than a semiconductor laser capable of emitting infrared
ited by an electric current.

A semicondu
radiation when ex

2.7 (Semiconductor) photosensitive device

A semiconductor device that utilizes the photoelectric effect for detection of optical
radiation.

2.8 (Semiconductor) photoelectric detector

A semiconductor device that utilizes the photoelectric effect for detection of optical
radiation.
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2.9 Photorésistance (a semiconducteurs), cellule photoconductrice
(VEI 845-05-37, spécialisé)

Récepteur photoélectrique & semiconducteurs qui utilise la variation de la conductivité
électrique produite par I'absorption d’un rayonnement optique.

2.10 Photopile, cellule photovolitaique (VEI 845-05-38)

Récepteur photoélectrique qui utilise la force électromotrice produite par I'absorption d’'un
rayonnement optique.

2.11 Photodiode (VE| 845-05-39)

Récepteur photoélectrique dans lequel un courant photoéle est produit par

2.14 Photothyristor

2.15 Photoco
Dispositif opto

électriques pa

iconducteurs congu pour le transfert de signaux
ayonnement optique, afin d’assurer un couplage ainsi que

Ligne autour de laquelle le diagramme principal de rayonnement ou de sensibilité est
centré.

NOTE - Sauf spécification contraire, I'axe optique coincide avec la direction du rayonnement maximal ou
de la sensibilité maximale.

3.2 Acces optique (d'un dispositif optoélectronique & semiconducteurs)

Configuration géométrique référencée a un plan extérieur ou une surface extérieure du
dispositif et destinée a spécifier le rayonnement optique émis par un dispositif émetteur ou
recu par un dispositif récepteur.

NOTE - La configuration géométrique doit étre spécifiée par le fabricant a l'aide de paramétres
géométriques, par exemple:
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2.9 (Semiconductor) photoresistor, photoconductive cell (IEV 845-05-37, specialized)

A semiconductor photoelectric detector that utilizes the change of electric conductivity pro-
duced by the absorption of optical radiation.

2.10 Photoelement, photovoltaic cell (IEV 845-05-38)

A photoelectric detector that utilizes the electromotive force produced by the absorption of
optical radiation.

2.11 Photodiode (IEV 845-05-39)

A photoelectric detector in which a photocurrent is generated by ahgorption. of optical

radiation in the neighbourhood of a PN junction between the se
junction between a semiconductor and a metal.

2.12 Avalanche photodiode (IEV 845-05-40, specialized)

amplification within the diode.

2.13 Phototransistor

2.14 Photothyristor
A thyristor that is desig
2.15 Photocoz@
A semiconductor optoe
utilizing optical radia
the output.

A line about which the principal radiation or sensitivity pattern is centered.

NOTE - Unless otherwise stated, the optical axis coincides with the direction of maximum radiation or
sensitivity.

3.2 Optical port (of a semiconductor optoelectronic device)

A geometrical configuration, referenced to an external plane or surface of the device, that
is used to specify the optical radiation emitted from an emitting device or accepted by a
detecting device.

NOTE - The geometrical configuration shali be specified by the manufacturer by means of geometrical infor-
mation, e.g.:
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- position, forme et taille de la zone émettrice ou réceptrice,

- angle d’émission ou de réception,

- autres paramatres, tels que: ouverture numérique de la fibre optique,
orientation de I'axe optique.

Exemples:
Signification des annotations dans les figures:

angle d’émission

R
]

acceés optique de diamétre D

?

ny
o
[

lieu de référence pour la définition de I'accés optique

Exemple I: Dispositifs avec fibre amorce (émetteur ou récepfeu

la Dispositif avec fibre amorce nue
e

Réf.: Gaine optique

CEI 10111891

Réf.: Connecteur

\H\ AN
N
D X
\ CEl 101291

Figure 1b
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location, shape and size of the area of emission or acceptance,
angle of emission or acceptance,

other parameters, e.g. numerical aperture of optical fibre,
orientation of optical axis.

Examples:

Signification of annotations in the figures:

o = emission of acceptance angle
l@‘ = optical port with diameter D
Ref. = reference locus for the definition of the optical port.

Example |: Devices with pigtail (emitter or detector)

la Device with bare fibre pigtail

TN
~

|

4 \\;.

DRSS

A

IEC 101191

1EC 101291

Figure 1b

ef.: Fibre cladding

Ref.: Connector
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Exemple Il: Dispositifs avec boitier (émetteur ou récepteur) et sans fibre amorce

lla Dispositif avec fenétre, mais sans lentille

y t
Configuration du boitier
7\ / Réf.: Configuration

du boitier

CEl 101391

Figure

Ilb Récepteur avec fenétre\mais. s tille(pastille référencée)

'l

1
”
a N/
z ¥ f Pastille sensible au rayonnement,
- - P N - z - - -] é—-— zone référencée par rapport aux
S ¢: dimensions du boitier
\ [/, /
%/ ///
D) .
N Plan frontal de ‘ Plan de la pastille
N x\ la fenétre | d,| AL (ou plan de la zone sensible)
CEl 101491
dw = épaisseur de la fenétre
= angle d’ouverture
= indice de réfraction du matériau de la fenétre
AL = distance entre la face arriére de la fenétre
et le plan de la pastille
Figure 2b
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Example Il: Packaged devices (emitter or detector), without pigtail

Ita Device with window, but without lens

y t
Package outline
7\' /

Ref.: Package
outline

Figure 2
llb Detector with window, but with %

27,

\\§\\\\

Window front

%%

e

NNANNN

NN\

plane - w| AL
dw = window thickness
o = aperture angle
= refractive index of window material
AL = distance between window back plane and
chip plane
Figure 2b

Full document details: IEC 60747-5 1992

EC 101391

— Radiation sensitive chip,

area defined with reference
to package outline

Chip plane
{or sensitive area plane)

IEC 101491
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llc Récepteur avec lentille

'}

Réf.: Configuration du boftier

Le systéme optique interne
doit étre spécifié

Ild Diode émettrice en infrarouge avec accés eptique éysur la fenétre
extérieure du boitier

CEI 101691

Figure 2d
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lilc Detector with lens

Ref.: Package outline

The internal optical system
shall be specified

Figure 2¢

iIld /RED with optical port that is not located on the

o«
. b
- — - - - - -

IEC 1016191

Figure 2d
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Exemple lll: Dispositifs sans boitier (émetteur ou récepteur) et sans fibre amorce

1

Réf.: Dimensions de la pastille

X, ou de 'embase
. NOTE - L'angle apeut ne pas
\/ étre exigé pour les récepteurs
|¥

Embase
i
e ' r/
R
%

/%

CEl 1017191

4 Termes relat

4.1 Géné

Intervalle de<temips entre la valeur spécifiée inférieure sur le front avant de I'impulsion
appliquée a I'entrée et la valeur spécifiée inférieure sur le front avant de I'impulsion de sortie.

41.1.2 Temps de croissance t,

Intervalle de temps entre la valeur spécifiée inférieure et la valeur spécifiée supérieure sur
le front avant de I'impulsion de sortie.

41.1.3 Temps d’établissement t

Intervalle de temps entre la valeur spécifiée inférieure sur le front avant de I'impulsion
appliquée a I'entrée et la valeur spécifiée supérieure sur le front avant de I'impulsion de sortie.

fon = td(on) +1
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Example lil: Non-packaged devices (emitter or detector) without pigtail

g
§
I

Ref.: Chip or chip carrier
outlines

Carrier
NOTE --Angle a may not be
required for detectors.

4 Termsrelatedtor

4.1 General Q

4.1.1 Switching{i

4111

input pulse and the lower specified value on the leading edge of the output pulse.

4.1.1.2 Rise time t

The time interval between the lower specified value and the upper specified value on the
leading edge of the output pulse.

41.1.3 Turn-on time ton

The time interval between the lower specified value on the leading edge of the applied
input pulse and the upper specified value on the leading edge of the output pulse.

ton = td(on) +1
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4.1.1.4 Temps de retard a la coupure td(om

Intervalle de temps entre la valeur spécifiée supérieure sur le front arriéere de I'impulsion
appliquée a I'entrée et la valeur spécifiée supérieure sur le front arriére de I'impulsion de
sortie.

NOTE - Sile temps de retard & la coupure est di principalement au temps de décroissance (relatif aux
porteurs de charges) (par exemple dans le transistor de sortie d'un photocoupleur), on utilise le terme

«temps de décroissance» avec le symbole littéral ts-

41.1.5 Temps de décroissance t,

Intervalle de temps entre la valeur spécifiée supérieure et la valeur spécifiée inférieure sur
le front arriere de I'impulsion de sortie.

4.1.1.6 Temps de coupure t

Intervalle de temps entre la valeur spécifiée supérieure s ¢ I'impulsion
appliquée & I'entrée et la valeur spécifiée inférieure surNe fror i€ ‘impulsion de
sortie.

Entrée relative

100%
Valeur spécifiée supérieure

B /

iarelative 4

100% | -+
écifiée supérieure - — -

Valeur spécifiée inférieure

CE!l 1018191

Figure 4 - Temps de commutation
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41.1.4 Turn-off delay time td(off)

The time interval between the upper specified value on the trailing edge of the applied
input pulse and the upper specified value on the trailing edge of the output pulse.

NOTE - If the turn-off delay time is mainly due to carrier storage {e.g. in the output transistor of a photo-
coupler), the term "(carrier) storage time" and the letter symbol t, are in use.

4.1.1.5 Fall time tf

NOTE - The time interval between the upper specified value and the lower specified value on the trailing
edge of the output pulse.

4.1.1.6 Turn-off time toff

Relative input ]

100%
Upper specified value

Lowef'e value

Lower specified value

td(on)—D: :<—r->

1
1oty !

. | 1EC 1018191

Figure 4 - Switching times
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4.2 Photoémetteurs
4.2.1 Flux énergétiques, flux lumineux
4.21.1  Flux énergétique (d’'un photoémetteur) ¢

Flux énergétique émis & partir de I'accés optique du dispositif.

4.2.1.2  Flux lumineux (d’'un photoémetteur) ¢,

Flux lumineux émis & partir de I'accés optique du dispositif.

4.2.2 Efficacités

4.2.21 Efficacité d’un flux énergétique n,, m
efficacité énergétique
(d’'une diode émettrice en infrarouge ou d’'une diode

Quotient du flux énergétique émis ¢, par le courant direc

n, = ¢,/ I

NOTE - S'il n’existe pas de risque d’ambiguité, en particulier avec les termes définis dans le VEI 845-01-55:
«efficacité lumineuse d’'une source» ny =0, / (IF . V), ou au VEI 845-01-56: «efficacité lumineuse d'un
rayonnement» K = oy / 0o le terme «efficacité d'un tlux lumineux» peut étre abrégé en «efficacité lumi-
neuse» ou «efficacité». Cela est pratiquement toujours possible.

4.2.2.4 Efficacité d'une intensité lumineuse m;
(d’une diode électroluminescente)

Quotient de l'intensité lumineuse émise /, par le courant direct /g:

M = L/
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4.2  Photoemitters
4.2.1 Radiant power, luminous flux
4.2.1.1  Radiant power (of a photoemitter) ¢,

The radiant power emitted from the optical port of the device.

4.21.2  Luminous flux (of a photoemitter) ¢,,

The luminous flux emitted from the optical port of the device.

4.2.2 Efficacies

4.2.21  Radiant power efficacy n,, M
radiant efficacy
(of an infrared-emitting diode or a laser diode)

The quotient of the emitted radiant power ¢, by the forward cu

NOTE - If no ambiguity is likely to occur, particularl
Mg = 09 / (IF . VF), the term may be sho
possible.

4.2.2.2  Radiant intensity efficacy n,

4223

The quotig
n, = ¢/

NOTE - If no ambiguity is likely to occur, particularly with the terms IEV 845-01-55: "jJuminous efficacy of a
source” n, = [ /(lF . VF)’ or IEV 845-01-56: "luminous efficacy of a radiation” K = oy / ¢e' the term may
be shortened to "luminous efficacy” or "efficacy”. This is nearly always possible.

4.2.2.4 Luminous intensity efficacy n,
(of a light-emitting diode)

The quotient of the emitted luminous intensity /, by the forward current /.

Ny = Mg
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4.2.2.5  Efficacité différentielle d’un flux énergétique n 4, Ny
efficacité énergétique différentielle
(d’'une diode émettrice en infrarouge ou d’'une diode laser)

Efficacité du flux énergétique pour la modulation en petits signaux:

Meg = dég/dlg
NOTES

1 S’il n’existe pas de risque d’ambiguité, le terme et le symbole littéral abrégés peuvent étre utilisés.

2 Le terme «efficacité pour la modulation en petits signaux» est utilisé en tant que synonyme.

4.2.2.6  Efficacité différentielle d’une intensité énergétique ;4
(d’'une diode émettrice en infrarouge ou d’'une diode lase

Efficacité de l'intensité énergétique pour la modulation en peti
Meig = dly/dlg
4.2.2.7 Efficacité différentielle d’un flux lumineyx

efficacité lumineuse différentielle
(d’'une diode électroluminescente)

Efficacité du flux lumineux pour {4

1 8'il n’existe pas(de risqug d'anrhig '|'t%r e epPle symbole littéral abrégés peuvent étre utilisés.

e diode émettrice en infrarouge ou d’une diode laser)

Efficacité du flux énergétique pour la modulation en larges signaux:

Mgy = 8¢,/ Al

NOTE - S'il nexiste pas de risque d’ambiguité, le terme et le symbole littéral abrégés peuvent étre utilisés.

4.2.210  Efficacité en larges signaux d’une intensité énergétique ng,_
(d’'une diode émettrice en infrarouge ou d’une diode laser)

Efficacité de l'intensité énergétique pour la modulation en larges signaux:

Mg = Al /Al
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4.2.2.5 Differential radiant power efficacy n o Ny
differential radiant efficacy
(of an infrared-emitting diode or a laser diode)

The radiant power efficacy for small-signal modulation:

Neq = d¢e/le

NOTES
1 If no ambiguity is likely to occur, the shorter term and letter symbol may be used.

2 The term "small-signal modulation efficacy” is in use as synonym,

4.2.2.6  Differential radiant intensity efficacy 14
(of an infrared-emitted diode or a laser diode)

The radiant intensity efficacy for small-signal modulation;
Meig = A4/ dlp
4.2.27  Differential luminous flux efficacy 04, M

differential luminous efficacy
(of a light-emitting diode)

The luminous flux efficacy for smalil-sjg

NOTES
1 If no ambiguity is likelKto obgur/ the sh

2 The term "small-sigha

4.2.2.8 Differential i
(of a

The luminous inte

The radiant power efficacy for large-signal modulation:

Mg = A¢ /Al

NOTE - If no ambiguity is likely to occur, the shorter term and letter symbol may be used.

4.2.2.10 Large-signal radiant intensity efficacy ur-m
(of an infrared-emitting diode or a laser diode)

The radiant intensity efficacy for large-signal modulation:

Mg = Al 7 Alg
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4.2.2.11  Efficacité en larges signaux d’un flux lumineux My My
efficacité lumineuse en larges signaux
(d’'une diode électroluminescente)

Efficacité du flux lumineux pour la modulation en larges signaux:

My, = A¢, /Al

NOTE - S'il nexiste pas de risque d'ambiguité, le terme et le symbole littéral abrégés peuvent étre utilisés.

4.2.212  Efficacité en larges signaux d’une intensité lumineuse MyiL
(d’'une diode électroluminescente)

Efficacité de I'intensité lumineuse pour la modulation en larges sig

Ny = &4 /Al

4.2.3 Fréquence de coupure

4.2.3.1  Fréquence de coupure (pour la modylati 3 sigrnatx f_g, £,
(d'une diode photoémettrice)

Fréquence a laquelle, pour une : : € muodulation du courant direct, le
flux énergétique optique en co 8 décru a la moitié de sa valeur 3
basse fréquence.

4.23.2 gn) en larges signaux foL fo

A Pétude.

4.2.4 Co@

Courant di 2 seconde de la courbe du flux énergétique ¢é en fonction
du couran Rt son premier maximum (voir figure 5).

CEI 1019191

Figure 5 - Courant de seuil d’'une diode laser

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60747-5 1992


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60747-5-1992
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60747-5-1992

747-5 © IEC -43 -

4.2.2.11 Large-signal luminous flux efficacy My N
large-signal luminous efficacy
(of a light-emitting diode)

The luminous flux efficacy for large-signal modulation:

My, = 49,74k

NOTE - If no ambiguity is likely to occur, the shorter term and letter symbol may be used.

4.2.2.12  Large-signal luminous intensity efficacy m,
(of a light-emitting diode)

The luminous intensity efficacy for large-signal modulation:

Myie = A7 8k

4.2.3 Cut-off frequency

4.2.3.1 Small-signal (modulation) cut-off frequency
(of a photoemitting diode)

The frequency at which, for constant modulatic forward current, the demo-
dulated a.c. optical radiant power has\decreas ow>frequency value.

423.2

Under consideration.

42.4 Thresholg:

The forward curre
versus forwardc

: cond derivative of the cure showing radiant power R
its first maximum (see figure 5).

IEC 1019191

Figure 5 - Threshold current of a laser diode
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4.2.5 Diagramme de rayonnement dans I'espace et caractéristiques correspondantes
(d’un photoémetteur) o

4.2.5.1 Diagramme de rayonnement

Diagramme qui caractérise la distribution de I'intensité énergétique (ou lumineuse):

I, (ou [)) = f(8) (voir figures 6a et 6b)

NOTES

1 Sauf indication contraire, il convient que la distribution de I'intensité énergétique (ou lumineuse) soit
spécifiée dans un plan. Ce plan comprend I'axe mécanique z.

2 Sile schéma de rayonnement présente une symétrie de rotation par rapport a1axe z, le diagramme de

rayonnement doit étre spécifié pour un seul plan.

3  Sile schéma de rayonnement ne présente pas de symétrie par rapport@ I'axe(Z ) plusieyrs diagrammes
de rayonnement pour les divers angles ¢ doivent étre spécifiés. Les axes i
par un dessin dans la spécification particuliére.

4.2.5.2 Angle a mi-intensité 6,

4.2.5.3 Angle de désalignemen} AB

Dans le diagramme de rayonnenr
lumineuse) maximale (axe optique

CEl 102091
Figure 6 - Diagramme de rayonnement et caractéristiques correspondantes

4.2.6 Caractéristiques spectrales (des diodes électroluminescentes et des diodes
émettrices en infrarouge) (voir figure 7)

4.2.6.1 Longueur d'onde d’émission maximale xp

Longueur d’'onde pour laquelle le flux énergétique spectral est maximal.

4.2.6.2 Largeur de spectre de rayonnement A\

Intervalle de longueurs d’onde pour lesquelles le flux énergétique spectral est supérieur

ou égal & la moitié de sa valeur maximale.
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4.2.5 Spatial radiation diagram and related characteristics (of a photoemitter)

4,251 Radiation diagram

A diagram that characterizes the distribution of radiant (or luminous) intensity:

I, (or 1)) = f(6) (see figures 6a and 6b)

NOTES

1 Unless otherwise stated, the distribution of the radiant (or luminous) intensity should be specified in a
plane. This plane includes the mechanical axis z.

2 If the radiation pattern has a rotational symmetry of the z axis, the radiation diagrapr-shall be specified
for one plane only.

3 If the radiation pattern has no rotational symmetry to the z axis, radiati ams for various
angles ¢ shall be specified. Then the x, y and z directions shall be defined by a d ng i 5
cation.

4.2.5.2  Half-intensity angle 9,

In a radiation diagram, the éngle within which the radia QuUS gity is greater

4.2.5.3 Misalignment angle A6

In a radiation diagram, the angle betwes
intensity (optical axis) and the mechanic

z |
Mechanical axis

1EC 102091

Figure 6 - Radiation diagram and related characteristics

4.2.6 Spectral characteristics (of light-emitting diodes and infrared-emitting diodes)
(see tigure 7)

4.2.6.1 Peak-emission wavelength lp

The wavelength at which the spectral radiant power is a maximum.

4.2.6.2 Spectral radiation bandwidth A\

The wavelength interval in which the spectral radiant power is greater or equal to half of
its maximum value. :
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4.2.6.3  Flux parasite énergétique (relatif) ¢, (par) OY lumineux ¢v(par)'

Valeur du flux énergétique (ou flux lumineux) spectral non voulu dans deux gammes spéci-
fites de longueurs d'onde situées en dessous et au-dessus de la longueur d'onde
d'émission maximale, exprimée en tant que pourcentage du flux énergétique (ou fiux
lumineux) a la longueur d’onde d’émission maximale.

NOTE - Les valeurs spécifiées se référent a la valeur maximale dans chacune des gammes spécifiées de
longueurs d’'onde.

P
)

A

CEl 1021191

maximal.

4.2.7.2 Largeur de spectre de rayonnement A\

Largeur qui inclut toutes les longueurs d’'onde pour lesquelles le flux énergétique est égal
ou supérieur au pourcentage spécifié du flux a la longueur d’'onde maximale.

NOTES
1 Sauf indication contraire, le pourcentage spécifié est 50 %.

2 La définition ci-dessus admet dans cette largeur des valeurs maximales inférieures au pourcentage
spécifié.
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4.2.6.3 (Relative) parasitic radiant power q)e(par) or luminous flux ¢v(par)

The value of undesired spectral radiant power (or luminous flux) in two specified wave-
length ranges that lie below and above the peak-emission wavelength, expressed as
a percentage of the radiant power (or luminous flux) at peak-emission wavelength.

NOTE - Specified values refer to the maximum value within each of the specified wavelength ranges.

100 %

50 %

P (par)(2)

e (pan){)

\/

1EC 1021191

4.2.7.2  Spectral radiation bandwidth A\

The bandwidth that includes all wavelengths at which the radiant power is equal to or
greater than a specified percentage of the power at the peak-emission wavelength.

NOTES _
1 Unless otherwise stated, the specified percentage is 50 %.

2 The definition allows peak values lower than the specified percentage to be present within this
bandwidth.
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100 %

Flux énergétique
relatif

50 %

$§ .
p <> Longueur d’onde

CEl 1022191

Figure 8 - Caractéristiques spectra
et des modules a diode

4.2.7.3 Largeur de ligne spectrale AN

La valeur efficace de la largeur est définie par I'expression:

i=+4oo
> a; x (}yi-T)2

j= —oo

ms

N

ou:

xi est la longueur d'onde
de la ligne spectrale /, avec i = 0 pour kp
a; est I'amplitude

A estla longueur d’onde centrale
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